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Тема дисертації:
1. Формування і дослідження термостійких омічних та бар'єрних контактів до НВЧ приладів на основі GaAs.

2. Development and investigation of heat-resistant barrier and ohmic contacts for microwave devices on the basis
of GaAs.

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці та дослідженню термостійких омічних і бар'єрних контактів для НВЧ
приладів. У роботі показано, що системи металізації Au-AuGe та Au-Ti для омічних і бар'єрних контактів
відповідно, які широко застосовуються в мікроелектроніці, є термостійкими лише до 350 ?С, що пов'язано з
дифузійними процесами та міжшаровими взаємодіями в контактах. Запропоновані та досліджені системи
металізації Au-TaNx(TiBx)-AuGe і Au-TiNx(TiBx) для омічних і бар'єрних контактів відповідно можуть
стабільно працювати при температурах до 550° С без зміни електрофізичних параметрів. Використання
таких контактів дозволяє створення напівпровідникових приладів підвищеної надійності. Проведено
дослідження омічних контактів для гетероструктурних (GaAs-AlGaAs) польових транзисторів.
Експериментально визначений критерій оптимальності технології і досліджена радіаційна стійкість таких
контактів. Запропоновано методику контролю техпроцесу. Показано, що після впливу ?-радіації у діапазоні



доз (2-3)·107 Р спостерігається поліпшення параметрів омічного контакту таких приладів.

2. The thesis deals with development and research of heat-resistant barrier and ohmic contacts for microwave
devices. It was shown that widely used metallisation systems Au-AuGe and Au-Ti (for ohmic and barrier contacts
accordingly) are heat-resistant only to temperatures about 350 ? C due to diffusion and new phases creation
processes. Proposed and studied in this work systems Au-TaNx(TiBx), Au-TiNx(TiBx) for ohmic and barrier
contacts accordingly can stably work at temperatures up to 550 °С without change of electrophysical parameters.
Use of such contacts allows creation of GaAs microwave devices of increased reliability. Researches of ohmic
contacts for heterostructure (GaAs-AlGaAs) field-effect transistors were carried out. The criterion of technology
optimality was experimentally determined and radiating stability of such contacts was investigated. The technique
of the technology control is offered. It was shown, that influence of ? - radiation Co60 in a range of dozes (2-3)·107
Р improves parameters of ohmic contact.
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